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ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

	Катедра ЕППЕ

	Име: 
	Ф.№ 

	Специалност:Електроника
	Група:

	Ръководител:
	Дата:


УПРАЖНЕНИЕ №8
Teмa: Изследване на статичните характеристики на биполярен транзистор.

Задачи за изпълнение:

1. Схема обща база.

· Да се снеме семейство изходни характеристики Ic=f(UCB)               при IE = const.
· Да се снеме семейство предавателни характеристики по ток IC=f(IE)    при UCB = const.
· Да се снеме семейство входни характеристики UBC=f(IE)                при UCB = const.
· Да се начертаят в комбинирана координатна система.

· Да се изчислят RВХ = h11B; RИЗХ = 1/h22B; ( = -h21B.
2. Схема общ емитер.

· Да се снеме семейство изходни характеристики Ic=f(UCЕ)               при IВ = const.
· Да се снемат статични входни характеристики UBE=f(IE)                при UCB = const.
· Да се снамат характеристиките по предаване на ток IC=f(IE)        при UCB = const.
· Да се начертаят в комбинирана координатна система.

· Да се изчислят RBX=h11E; RИЗХ = 1/h22E; ( = h21E.
· Да се изчисли коефициента ( от определения вече ( и да се сравни с опитно намерения.

Схеми на опитната постановка:
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        Схема обща база                                       Схема общ емитер

Теоритични данни:

Статичните характеристики на пиполярните транзистори изразяват функционалните връзки между постоянните токове и напрежения на изводите им при работа в статичен режим. В зависимос то това кои токове или напрежение са приети за независими се получават следните сидове статични характеристики:

Изходни, входни, характеристики на предаване на пок и характеристики на обратна връзка по напрежение. От тези характеристики директно могат да се определят параметри като RBX, RИЗХ, (, (.
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Опитни данни:

Схема ОБ     

                 IC=f(UCB) , при IE=const;

	IE mA

UCB
	4
	8
	12
	16
	20

	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	3.7
	8.5
	11.9
	16
	20

	4
	3.7
	8.5
	11.9
	16
	20

	6
	3.7
	8.5
	11.9
	16
	20

	8
	3.7
	8.5
	11.9
	16
	20

	10
	3.7
	8.6
	11.9
	16
	20

	12
	3.7
	8.6
	11.9
	16
	20

	14
	3.8
	8.6
	11.9
	16
	20

	16
	3.8
	8.6
	12
	16.1
	20.1

	18
	3.8
	8.6
	12
	16.1
	20.1


Ic=f(IE) , при UCB=const;

	UCB V

IE mA
	0
	5
	10

	2
	0
	2
	2

	4
	0.1
	4
	4

	6
	0.1
	6
	6

	8
	0.1
	8.1
	7.9

	10
	0.2
	10
	10

	12
	0.2
	12
	12

	14
	0.2
	14
	14.1

	16
	0.2
	16.1
	16

	18
	0.2
	18.1
	18

	20
	0.2
	20.1
	20


UBE=f(IE) , при UCB=const;

	UCB V        IE mA
	0
	5
	10

	2
	0.73
	0.62
	0.62

	4
	0.76
	0.64
	0.64

	6
	0.78
	0.65
	0.65

	8
	0.8
	0.66
	0.66

	10
	0.82
	0.67
	0.66

	12
	0.84
	0.67
	0.66

	14
	0.86
	0.68
	0.67

	16
	0.88
	0.68
	0.67

	18
	0.9
	0.68
	0.67

	20
	0.91
	0.68
	0.68


RИЗХ=0,54.10 3( за IE=4 mA;
                       RИЗХ=2/8,5.10-3=0,24.103( за IE= 8 mA;

RИЗХ=2/11,9.10 -3
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0,17.10 3( за IE=12mA; RИЗХ=2/16.10-3
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0,125.103( за IE=16mA;

RИЗХ=2/20.10-3=0,1.103 (  за IE=20 mA;

RВХ=2.10-3/0,02=0,01 (  за  UCB= 0V;         RВХ=2.10-3/0,02=0,01 (  за  UCB= 5V;

RBX=0.01  (  за  UCB = 10V;                         ( 
[image: image7.wmf]»

 1 за  UCB = 5V  и  UCB = 10V;

IC=f(UCE) , при  IB = const;

	IB mA

UCE
	100
	200
	300
	400
	500

	2
	8.6
	21.6
	35.8
	52.6
	66.8

	4
	8.6
	22.2
	37.3
	54.7
	70

	6
	8.7
	23
	38.8
	57.3
	75

	8
	8.8
	24
	40.6
	60.3
	79.8

	10
	8.9
	24.8
	42.3
	63
	83.8

	12
	9.1
	26
	45.3
	66.8
	85.8

	14
	9.2
	26.9
	47.8
	68
	

	16
	10.2
	27
	48.8
	70
	 


 IC=f(IB) , при  UCB = const;

	   UCE V     IB mA
	0
	5
	10

	50
	0
	3.6
	3.8

	100
	0
	9.6
	10

	150
	0
	16.3
	17.2

	200
	0
	23.9
	25.5

	250
	0
	31.2
	34.2

	300
	0
	39.2
	43.2

	350
	0
	46.9
	52.8

	400
	0
	55
	61.5

	450
	0
	62.6
	70


UBE = f(IB) , при  UCE = const;

	   UCE V     IB mA
	0
	5
	10

	50
	0.56
	0.62
	0.62

	100
	0.58
	0.65
	0.65

	150
	0.59
	0.67
	0.66

	200
	0.6
	0.67
	0.67

	250
	0.61
	0.68
	0.68

	300
	0.62
	0.69
	0.68

	350
	0.62
	0.7
	0.68

	400
	0.63
	0.7
	0.69

	450
	0.63
	0.71
	0.69


RИЗХ=2/0,1.10-3=20.103 (,при IB=100(A; RИЗХ=2/1.10-3=2.103 (, при  IB=200(A;


RИЗХ=2/2.10-3=1.103  ( ,при IB=300(A;   RИЗХ=2/3.10-3=0,67.103 ( ,при  IB=400(A;


RИЗХ=2/4.10-3=0,5.103 ( ,при  IB=500(A;


RBX=50.10-6/0,01=5.10-3 ( ,при  UCE=0V; RBX=50.10-6/0,01=5.10-3 ( ,при  UCE=5V;


RBX=5.10-3 ( ,при  UCE=10V;                       ( = 72;
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Схема ОБ.

Схема  ОЕ.
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Изводи:
1. Изходните характеристики при сх.ОБ са почти успоредни на абцисната ос, което показва, че транзисторът има много голямо изходно съпротивление.

2. В изходните характеристики се различават три области :

· на активен режим;

· на насищане;

· на отсечка;

3. Входните характеристики при сх. ОБ са аналогични на ВАХ на диод.

4. Изходните характеристики при сх. ОЕ са аналогични с тези при сх. ОБ. По-големият наклон на характеристиките показва, че изходното съпротивление при сх. ОЕ е по-малко от това при сх. ОБ. Нееднаквото разтояние между отделните криви се дължи на промяната на коефициента на усилване по ток (.
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